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論 文 内 容 要 旨 
窒化物半導体は混晶を形成することで紫外域から赤外域までバンドギャップを大きく変化させることが可能で
あり、青色 LED やレーザーなどへ応用されている。これらの窒化物半導体デバイスの多くは安価な c 面サファ
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めには、H2クリーニングおよび低温 GaN 緩衝層成長の両方を GaN 成長前に行うことが重要であることを明ら



















積した SiO2を検討した。その結果、不純物混在の経路について Sc は GaN を拡散することで、Mg は気相を経
由して取り込まれていると明らかにした。そして、それぞれ対応した不純物抑制構造としてAlN層の導入によっ
てScを、裏面保護層の導入によってMgを抑制可能であると明らかにした。また、裏面保護層としてSiO2膜を
用いた場合、Oが炉内に放出されGaN中に取り込まれるため、SiNx膜が最適な裏面保護膜であることを明らか
にした。不純物混在抑制のデバイスに与える影響を調べるため、LEDを作製して評価を行った。その結果、不純
物混在の抑制によってシート抵抗や発光強度といったデバイス特性を大きく改善することができた。本研究で作
製した劈開ScAlMgO4基板上InGaNベースLEDはサファイア基板上LEDに比べて高いデバイス特性を示すこ
とはできなかったものの、不純物混在の抑制を追求することで同等のLEDを実現可能であると考えられる。 
以上の結果から、本論文では劈開SCAM基板上におけるGaNの有機金属気相成長についてその手法を確立す
るとともに、SCAM基板由来の不純物混入とその経路および影響を明らかにした。また、不純物混入を抑制する
手法を確立し、LEDの発光強度を1桁改善することができた。本論文で確立した手法はSCAM基板を用いた窒
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化物半導体デバイスの作製において欠くべからざるものであり、高効率LEDの実現に向けた重要な研究である。 
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化物半導体デバイスの作製において欠くべからざるものであり、高効率LEDの実現に向けた重要な研究である。 
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